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(57) Abstract : The present invention relates to a method for depositing a photocatalytic coating onto a substrate, including the fol -
lowing steps: a) providing an aqueous and/or alcoholic solution of nanopatticles of a semiconductor material; b) providing a sol in
an aqueous and/or alcoholic solution of a hydrolysed organosilane; ¢) mixing the suspension and the sol and proceeding with the de-
posit of the resulting mixture onto the substrate to be coated; d) performing a drying operation; e) and optionally illuminating the
coating obtained after drying at at least one wavelength leading to the activation of the semiconductor material, such as to remove at
least 3% of the organic groups initially present in the coating and bonded to the silicon atoms by Si-C bond. The invention also re -
lates to coatings having photocatalytic properties, to materials — in particular textiles — covered with such a coating and to the use
of such coatings and materials for photocatalysis.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de dépot d'un revétement photocatalytique sur un support comprenant Ses
étapes suivantes : a) Disposer d'une suspension aqueuse et/ou alcoolique de nanoparticules d'un matériau semi-conducteur, b) Dispo -
ser d'un sol en solution aqueuse et/ou alcoolique d'un organosilane hydrolyse, ¢) Mélanger Sa suspension et te sol et procéder au dé-
pdt du mélange obtenu sur le support & recouvrir, d) Réaliser une opération de séchage, ) et éventuellement réaliser une illumina -
tion du revétement obtenu aprés séchage a au moins une longueur d'onde entrainant I'activation du matériau semi-conducteur, de ma-
niére a éliminer au moins 3% des groupes organiques initialement présents dans le revétement et liés aux atomes de silicium par liai-
son Si-C; ainsi que des revétements a propriétés photocatalytique, des matériaux, notamment textiles, recouverts d'un tel revétement
et l'utilisation de tels revétements et matériaux pour la photocatalyse.
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REVENDICATIONS MODIFIEES
recues par le Bureau international le 26 November 2014 (26-11-2014)

1 - Procédé de déplt dun revétement photocatalvtique sur un support
comprenant les étapes suivantes

a} Disposer d'une suspension aqueuse etfou  alcooligue  de

5 nanoparticules d’'un matdriau semi-conducteur,

by Disposer dun sol en sclution aqueuse et/ou alcoolique d'un

organosilane hydrolyss,

¢} Mélanger 1a suspension et le sol et procéder au dépdt du mélange

obteny sur le support & recouvrir, puis

19 d) Réaliser une opération de séchage.

2 - Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce quiil comprend une
dtape additionnelle e) apres opération de séchage, consistant & réaliser une
Hlumination du revétement obtenu aprés séchage, a au moins une longueur
d'onde entrainant Vactivation du matériau semi-conduciaur, de manidre 3

15 éliminer au moins 3% des groupes organiques initialerment présents dans fe
revétement et liés aux atomes de silicium par liaison Si-C.

3 - Procédé selon la reifendication 2 caractérisé en ce gue llumination
est réalisée, jusqua ne plus éliminer de groupes organigues Heés aux atomes
de siliciumn par Haison Si-C.

20 4 - Procéde selon o revendication 2 ou 3 caractérisé en ce que
Pifumination est réallsée en immergeant le matériau dans une solution
agueuse, de préférence dans de 'eau uitrapure.

5 - Procéde selfon fune des revendications 2 o 4 caraciérisé en e que
Fillumination est réalisée en placant le matériau dans un miliey maintenu 3

25 une température appartenant 3 13 gamme § 3 80°C, notamment & la gamme
allant de 20 3 30°C.

& - Procédé selon Fune des revendications 2 3 5 caractérisé en ce qus
Pillumination est réalisée sous UV A, B ou C, de préférence 3 au maoins une
longueur donde ou @ une gamme de longuewrs d'onde appartenant 3

30 lintervalle allant de 200 3 400 nm, de préférence avec une intensité de
1 mWiem® 3 100 Wiem®et préférentieliement de 3 & 10 mW/em®, en
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préférence de 80 a 100 % molaire des atomes de silicium présents dans le
sol sont liés a un atome de carbone, _
13 - Procedé selon Vune des revendications 1 & 12 caractérisé en ce que
le séchage est réalisé 3 une température appartenant 3 Iz gamme allant de
5 20 & 500°C, et, de préférence, de 80 & 200°C, par exemple pendant une
durée de 30 secondes 3 une semaine, et de ;:Sréférence de 2 minutes &
20 heyres.,
14 - Procédé selon f'une des revendications 1 & 13 caractérisé en ce que
le mélange déposé comprend de 1 & 70% an masse, et de préférence, de 5 4

10 30% en masse de matériay semi-conducteur.

15 - Procacé selon Yune des revendications 1 3 14 caractérisé en ce que
e mélange déposé comprend un rapport  massique  espéces
siiicatéesfmaiériau semi-conducteur de B0/20 & 20/80 et de préférence, de
§7/33 & 33/67, et préférentichiement de 60740 & 40/60.

15 18 - Procede selon Fune des revendications 1 & 15 caractérisé en ce que
tes nanoparticules de matériau semi-conducteur présentent une plus grande
taille appartenant & la gamme allant de 5 & 100 nm.

17 - Procédé selon Fune des revendications 1 & 16 caractérisé en ce que
les nanoparticules de matériau semi-conducteur sont des nanoparticules de

20 Ty, Zn, SnG,, WOy, Fe(y, BhOs, S0y, CdS, SIC ou Cely; ou un
mélange de telles nancoparticules, les nanoparticules composées de pius de
50% en masse de Ti0; anatase élant préférées.

18 ~ Procédé selon l'une des revendications 1 & 17 caractérisé en ce que
le mélange déposé sur le support & I'$tape ¢} ne contient pas de composés

25 azotés,

19 - Procéde selon ‘une des revendications 1 3 18 caractérisé en ce que
le mélange dépose sur le support & étape ©) ne contient pas de tensio-actif,

20 - Revétement composé d'un polysiloxane dont certains des atomes de
sliciur sont liés par Haison Si-C & au moins un groupement organique, et

30 dans lequel des nanoparticudes d'un matériau semi~conducteur sont réparties
caractérisé en ce quil est poreux, et présente, de préférence, une
macroporosits,
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